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Estructura Basica Amplificador de
Microondas
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Resumiendo Ganancias
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Ganancias en estructura de amplificador
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I Estabilidad: Previo
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Estabilidad:
Incondicional y Condicional

Estabilidad Incondicional =
Estable para todo Zg, Z, pasivo
(es decir paratodo I'g, I'| que

cumple | I'g | <1, | I |<1) <
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y parametros S no tienen polos en el
semiplano derecho (“Rollett
proviso”). Asegurado al poderse

medir por e;.

R. Jackson, Rollett Proviso in the Stability of Linear
Microwave Circuits—A Tutorial, IEEE TRANSACTIONS
ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL.
54, NO. 3, MARCH 2006

Estabilidad Condicional = “Potencialmente inestable” si
estable solo para cierto rango de valores Z., Z, pasivos
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I Circulos de Estabilidad (1)
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I Circulos de Estabilidad (2)
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I Circulos de Estabilidad (3)

S S I
I Fou] = 2
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I Circulos de Estabilidad:
Estabilidad Incondicional

18] <1

|Cr| =Ry =1 for |S11] <1
|Cs| — Rg| =1 for [Sypn| <1
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Tests para estabilidad incondicional:

Al = [S1182 — S1281] < 1

Para todo w, (Woods, 1976)

1 — [Snl? | .
- Wi | —— > 1| Para todo w, (Edwards y Sinksy, 1992)
Sy — AS} | + 15125011

Ho=

y parametros S no tienen polos en el
semiplano derecho (“Rollett
proviso”). Asegurado al poderse

medir por e;.

R. Jackson, Rollett Proviso in the Stability of Linear
Microwave Circuits—A Tutorial, IEEE TRANSACTIONS
ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL.
54, NO. 3, MARCH 2006
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I Diseno para maxima ganancia
(Adaptacion Conjugada)

. Gr = GsGoGl
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Diseno para maxima ganancia
(Adaptacion Conjugada): I's,I'}
[in =T S‘ rﬂl‘l’[ — F 7 SWW | 1‘ - m e }

4 S et
G, T 0 T Gy

EM;? I rm Ewmj w ri

[ = Sy S1281 Iz _ Zin— Zo S12551 s
" 1—8»I't  Zn+ Zy lout = S22 + 1 5_111_,5
S5l £ ok
: 12011 L oSSt
['s = Su

‘ N : r ':S::L + ]
-3 S 11 " . _ .
i; {fﬂ VIt 5* :> Sustituyendo y haciendo
120211 S

[} =Sp+ o> f pr_S2-Aly cuentas, usando que:
1 —=S11ls 1 - ST

A(S}83, = S5,53) = AP

—|SulF 4 1S0lF = )Ts 4+ (55, — A*Sp) = o‘
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Diseno para maxima ganancia
(Adaptacion Conjugada): I's,I',

=> (S11— ASH)Ts+ (JAF = [Sul* +[Snl* = 1)Ts+ (57, — A*Sn) =

_ B = VB - 4[Cy Bi=1+|Sul - Isnf - 1A,

" 2€, By =1+|Snf* —Sul* - 1AF,
o B VB - 4G, (1 = S — ASS,
L 2C, Cy = Sn — ASy;.

Se puede mostrar (Ver libro G. Gonzalez) que:

* si los terminos dentro de la raices son positivos => K>1

. si |Al<1 =>B1>0y B2 >0

=>SIK>1y |A] <1 (incondicionalmente estable) existe una
solucion para tener I, y I'yyg CON | 'y | <1 y | I'vys | <1, que es
la solucién con signo menos

| — ||

[S91]%-
11— Splr|?

T = TP
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I Diseno para maxima ganancia
(Adaptacion Conjugada): Caso unilateral
'] = %"?%

Sig = O] rymsy s Susale _za-z g = g

5128 s . | . |
I rnut — 522 + C?Ti%ﬁ‘&j{ - ’ ]:)Ei' - l *
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Diseno para Ganancia Especifica

Zg

GT = Cs:&S“‘@GGil

3

tding Trasistr g %
N : S ST Z
ﬁz:gag r’ g}z j r a:§§§g € . 1 _ EFS Ez
rl ol r I, 5= 2
AL — 11 = Tinl's]
« G, dado por transistor => modificar Gg 0 G, con o
adaptacion no 6ptima Go = |S1]°,
* Mejora ancho de banda también. B
- Veremos caso Unilateral (=> S,,= 0), m I —|I'z]
incondicionalmente estable Gp = g 7
(Caso Bilateral y caso unilat. Cond estable 1= Snl]
tratados en libro G. Gonzalez)
Para ver si se puede considerar aprox. unilateral
: - Gr - : | o — _ 1512llS21]1S11[1822
(1 —Qli Grrr (1 — L.'}z - (l — |S11|2) (1 — |.5'31|2)
<0.2...0.3dB U: “unilateral
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I Diseno para Ganancia Especifica
Circulos de Ganancia Constante (1)
I S;,=0=>T,=S,yI,, =S, Incond. estable => |S,,|<1, |S,.|<1
Gt = GsGoGll

1
1 —|g)? _ "
Ge = | 5' G&lﬂ_‘{ — ":l F5 — '511
. * 2 1 — |S11]=
11— S1ul's|- @
2 1 ' =55,
= L— Tzl GLDJ.EL‘{ = 7 -
Gr = + 2 1 — | S22
11— S0z |* =2
o5 = Gs _ 1—|r5.|2ﬂ(1_ Sul?) g§, g, constantes:
GSpx 11 —Sul'sl? circulos en plano I'g, I',
G 1—|Tz? .
g = —— = Tzl (1 —[$22]7)

 Grp. |1—58nIz)?

D<gsg<land0 <gy < 1.
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I Diseno para Ganancia Especifica
Circulos de Ganancia Constante (2)

g5
Cs= = _ Vi )k ,
I . 1 — (1 —g5)|511]% | =S, 11 /L, 22
R v1—gs (]— — |'5‘11|2} .r// Sn K\\
S = Coi =
1 —(1—gs)Sul? LY s
C 55-5‘3*1 . A
L = '- i=|S;
I—(1—g0)|Snl w=[Si .
U
V1 —gr(1—152/°)
Rp = —. I'; plane
1 — (1 —gr)|Sxnl| ‘
gS_G =1 G, =064, &I =1, =5,
S max
G, -
g, = =l G, =6, oI, =1 =5,
GLmaX

Gg, G, =1 (0 dB) => circulos pasan por origen
(I's =T =0 =>Gy =Sy [?=Gy)
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1
Gy = o3 = 2141 or 331dB
B Bl L1
]
e = 7 s = 1046 or 0,195 dB
1= ["’23|

G,=|8;|* =198 or 1297dB

G (dB) = 3.31 + 12.97 + 0.195 = 16.47 dB

PR T

] S1l1 _Ll.-'_|
-
Ge, max = 3.31 dB

F= T
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